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[序] 我々の研究グループは、盗聴不可能な量子暗号通信の実現に向けて、ナノワイヤ量子ドット

を用いた通信波長帯におけるオンデマンド型単一光子光源の実現を目指している。これまで、量

子 InP/InAsP 系ヘテロ構造を用い、ナノワイヤ量子ドットの作製および単一光子放出[1]、As/P組

成比によるバンドギャップの変調を用いた通信波長帯での量子ドット発光[2]、および pn 接合を

有するヘテロ構造ナノワイヤを用いた近赤外域で発光する発光ダイオード (LED) [3]について報

告してきた。今回、通信波長帯で発行する InAsP/InPヘテロ構造ナノワイヤ LEDの特性評価を行

ったので報告する。[実験方法] 試料は先行研究において作製した、pn接合中に InAsP層を埋め込

んだ p-InP/InAsP/n-InPヘテロ構造によるナノワイヤ LEDである。ナノワイヤは有機金属気相選択

成長法により成長したものであり、ドーピングを施さず同一条件で作製したナノワイヤでは通信

波長帯での量子ドット発光を確認している[4]。低温測定に向け、LEDプロセス後にウェハースク

ライビングし、銀ペーストによるボンディングを用いてパッケージングし、クライオスタットに

装着して電圧電流特性および発光特性を評価した。[結果] 図 1 に室温でのナノワイヤ LED の発

光スペクトルの一例を示す。波長 1.4 μmを中心とし、1.3 µmから 1.55 µmの通信波長帯を含むブ

ロードな発光が観測された。これは[3]で報告した結果と同様、InAsP 層からの電流注入発光であ

ると結論される。図 2に発光の積分強度の電流依存性と電流電圧特性を示す。良好な pn接合ダイ

オードとしての整流特性を示すとともに、発光強度は注入電流に比例しており、 [3]で見られたよ

うな発光強度の飽和(ドループ)は観測されなかった。これは InAsP 層に適切にキャリアが注入さ

れていることを示す。一方、注入電流の増大とともに高エネルギー側の発光が増大しており、こ

れはバンドフィリングのためであると考えられる。 
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図 1: ナノワイヤ LEDの発光スペクトル 

 
 

図 2：発光の積分強度の電流依存性（赤丸）
と電圧電流特性（青線）。 


